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【背景】Si基板バックグラインド後のストレス層およびダメージ層除去には、フッ硝酸によるSiエッチングプロセスが一般的に

用いられる1)。これまでに、静置浸漬方式においては薬液組成がエッチレートに大きく影響することが報告されているが2)、枚葉

スピン方式でのエッチング挙動はこれまで詳細に報告されていない。そこで今回、枚葉スピン方式のSiエッチングプロセスにお

いて、薬液組成とエッチング挙動の関係を詳細に調査し、現象に対するメカニズム考察を行ったので報告する。 

 

【実験】評価には直径300 mmのSi(100)面単結晶基板を使用し、枚葉スピン装置でフッ硝酸によるSiエッチングを行った。50 %HF

と70 %HNO3を様々な比率で混合することによって異なる薬液組成のフッ硝酸を作製し、実験を行った。液温はいずれの組成の

場合も30℃である。フッ硝酸の吐出ノズルは基板中心に固定し、基板回転数600 rpmで1分間エッチング処理を行った。フッ硝酸

処理前後のSi厚を基板面内で多点測定し、各組成のフッ硝酸において基板面内のエッチングレートを算出した。 

 

【結果と考察】図1に基板中心からの距離とSiエッチングレートの関係を薬液組成毎にプロットしたグラフを示す。HNO3濃度が

低い場合は、基板中心部のエッチングレートが最も大きくなるが、HNO3濃度が高くなるにつれて、中心部のエッチングレート

が急激に低下し、HNO3濃度が64.6%以上になると中心部のエッチングレートが最も小さくなる。HNO3濃度と基板中心部のエッ

チングレートの関係をより詳細に検証する為、基板中心部のエッチングレートをHNO3濃度に対してプロットした（図2）。図2

より、フッ硝酸中のHNO3濃度が65 %の近傍でエッチングレートの傾きに変化点が存在することが明らかとなった。フッ硝酸に

よるSiエッチングは、HNO3によるSiの酸化ステップおよびHFによる酸化層のエッチングステップの2つから成り3)、基板中心部

ではHNO3濃度65 %の近傍で酸化反応とエッチング反応のバランスが急激に変動していることが推測される。 
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Fig2. Si etch rate at wafer center vs. HNO3 concentration  
of HF/HNO3 mixture 

Fig1. Si etch rate vs. distance from wafer center 
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